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１．概要（Summary） 

i 線ステッパ（i 線露光装置）を用いて、6 インチのシリコ

ンウェハ上にサブミクロン～ミクロンオーダーパターンの形

成を行う。本工程は、東北大学微細加工プラットフォーム

（東北大学試作コインランドリ）にて使用予定であった g線

ステッパが故障により使用不可となり、産総研NPFの i線

ステッパを活用するものである。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置、スピンコーター 

【実験方法】 

スピンコーターを用いて 6 インチウェハ上に i線対応の

フォトレジストを塗布し、i 線露光装置にて縮小投影露光

を行った。現像後にレジストパターンの観察を行った。ま

た、東北大にて塗布した感光性ポリイミド付きウェハを持

ち込んで、i 線露光装置を用いた露光および現像も行っ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

露光、現像後に得られたフォトレジストパターンの例とし

て、直径 720 nmの穴形状を Fig. 1に示す。設計どおり

のパターンを得ることができた。 

次に、ポリイミドパターンの例を Fig. 2 に示す。当初得

られた形状は設計した形と大きく異なっていたが、ポリイミ

ドのスピンコート条件～露光条件～現像条件～キュア条

件の見直しにより、所望の形状が得られるようになった。

産総研では露光と現像を行い、その前後のスピンコートと

キュアの工程は東北大で行うため、工程間に生じる時間

管理に留意した。また、低温ベークを適宜導入することに

より、キュア後の形状について、再現性よく所望の形が得

られるようになった。 

 

Fig. 1 Cross-sectional SEM image of sub-micron 

hole structure of photoresist. 

 

 

Fig. 2 Cross-sectional SEM images of patterned 

photosensitive polyimide. 

４．その他・特記事項（Others） 

  i 線ステッパ用レチクルパターン設計、および装置操作

を丁寧に支援いただいた、産総研 NPF の増田賢一様に

感謝する。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


